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【はじめに】 

入射光により励起された正孔と電子の再結合によるエネルギー欠損の制御は重要な課題である。

我々は発電層の周囲に MIS(Metal-Insulator-Semiconductor)ダイオードを設置し、電圧印加により励

起キャリアの再結合を抑止できる事を示した(1)。本研究で nip 構造をもつ電界効果型マイクロウ

ォール太陽電池のセル特性をシミュレーションにより検討した。計算結果より MISダイオード間

の距離が 20μmの場合、変換効率は 1.4 倍にしかならない事が分かった。そこで、MIS ダイオー

ド間の距離を小さくした場合に、電界が変換効率に与える影響を検討した。 

【計算】 

使用した計算式は SRH(Shockley-Read-Hall)再結合

と Auger 再結合による。尚、計算にはデバイスシ

ミュレーション・フレームワークである ATLAS

を用いた。受光幅 50μm、ゲート酸化膜 10 nm、

n,p層の濃度 1×10
20

 cm
-3、i層の濃度を 1×10

14
 cm

-3、

発電層膜厚を 0.2, 2, 10, 20μmと変化させた Fig. 1

の構造の太陽電池を用いて膜厚依存性について検

討した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

【結果と考察】 

Fig. 2にFig. 1の構造を持つ太陽電池におけるゲー

ト電圧と変換効率の関係について示す。                                  

Table. 1 はゲート電圧印加における変換効率の増           Figure. 1 

加率を示す。ゲート電圧が 10 Vの場合と無印加

の場合と比較すると、発電層膜厚が 0.2, 2, 10, 20

μmにおいて、各々の変換効率の増加倍率は 4.49, 

1.93, 1.73, 1.67 倍になる。発電層の膜厚が小さい

程、ゲート電圧印加による発電層中の電界効果に

より、キャリア空間分離が顕著になることが分か

った。マイクロウォールの寸法としては上面形状

が 20μm×0.2μmの長方形、深さが 50μmを有

する太陽電池では、光は発電層に十分に吸収され

MIS構造による電界効果により変換効率はゲー

ト電圧無印加の 4.5倍になると考えられる。             Figure. 2                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                             Table. 1                                                                                                                        
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